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表面の高分解能観察 個々の界面準位の可視化
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1. 空間分解能 1 nm

→界面準位密度、分布

2. エネルギー分解能 1 meV

→ エネルギー準位

3. 時間分解能 10 ns <  < 1 s

→緩和時間
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界面準位の分析
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レーザー干渉方式変位検出計
→力感度  1 pN

界面欠陥は、次世代パワー半導体の性能を制限している。本研究では、
個々の欠陥を解析するためのナノスケール測定技術を開発した。
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NO/N2 による直接酸化[3]
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